
(19) 민 특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개    10-2022-0012037

(43) 공개    2022 02월03

(51) 특허 (Int. Cl.)

     H01M 10/48 (2021.01)  H01M 10/42 (2014.01)

     H01M 50/20 (2021.01)  H01M 50/50 (2021.01)

(52) CPC특허

     H01M 10/48 (2022.01)

     H01M 10/425 (2013.01)
(21) 원        10-2020-0091074

(22) 원        2020 07월22

     심사청    없  

(71) 원

주식 사 엘지에 지 루

울특별시 등포  여  108, 타워1 (여
도동, 크원)

(72) 

택

역시  문지  188(문지동, LG
연 원)

규

역시  문지  188(문지동, LG
연 원)

(74) 리

특허 앤 지

체 청   :  12 

(54)  칭 극 리드  압 싱 재 간  연결  단  리 듈   포 는 리 

(57)  약

본 에  리 듈    층  리 들과, 상  리 들  극 리드들  상  포개

  리드 첩  나 상 비 는  층체;  나 상  상  리드 첩 에 직  연결 는

나 상  싱 트  비 는 압 싱 재  포 고, 각 상  리드 첩  각 상  싱 트가 클린칭

 직    다.

  도 - 도4

공개특허 10-2022-0012037

- 1 -

공개특허 10-2022-0012037



(52) CPC특허

     H01M 50/20 (2021.01)

     H01M 50/502 (2021.01)

     H01M 2220/20 (2013.01)

공개특허 10-2022-0012037

- 2 -



  

청

청  1 

  층  리 들과, 상  리 들  극 리드들  상  포개   리드 첩  

나 상 비 는  층체; 

나 상  상  리드 첩 에 직  연결 는 나 상  싱 트  비 는 압 싱 재  포 고,

각 상  리드 첩  각 상  싱 트가 클린칭  직   것  특징  는 리 듈.

청  2 

1 에 어 ,

상  리 들  층    간격마다 는 슬릿들  비 고 상   층체   또

는 후 에 치 는 지지   포 고,

각 상  리드 첩 는 각 상  슬릿  통  상  지지   고 상  지지  에

게 치 는 것  특징  는 리 듈.

청  3 

2 에 어 ,

상  지지  클린칭  비 고,

상  리드 첩  상  싱 트는 포개진 상태에   역  상  클린칭 에 압  것  특징  는

리 듈. 

청  4 

3 에 어 ,

상  클린칭  

게  에지 역;과 상  에지 역에 비  상  볼 게  역  비 는 것  특

징  는 리 듈.

청  5 

3 에 어 ,

상  리드 첩  는 상  극 리드들  상  지지 에 직  게 치 는 극 리드는 상

 클린칭  내경보다 게   비 는 것  특징  는 리 듈.

청  6 

2 에 어 ,

상  리드 첩  상  싱 트  연결  사 에 고 상  지지  에 착 는 1 

 비 고 상  지지 에 탈 착 게 마  리드 재  포 는 것  특징  는 리 

듈.

청  7 

6 에 어 ,

상  리드 재는,
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상  지지  단 에 지 결 고 상  1 에 연결 는 샤 트;  상  샤 트  연결 고 상

 1   간격 격  치에  나  연 는 2  포 는 것  특징  는 

리 듈.

청  8 

7 에 어 ,

상  지지  상  1  걸림 결 게 마  어도 나  걸쇠  비 는 것  특징  

는 리 듈.

청  9 

1 에 어 ,

상  압 싱 재는,

상   층체  상 에  상   층체   연  치 는 1 본체 ; 

상  1 본체  양단 에  상   층체  폭  연 는 2 본체 ;  포 고,

각 상  싱 트는 상  2 본체 에  각 상  리드 첩 에 게 연  것  특징  는 리

듈.

청  10 

1 에 어 ,

상  압 싱 재는, FFC(Flat Flexible Cable) 또는 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)   것

특징  는 리 듈.

청  11 

1  내지 10   어느  에  리 듈  포 는 것  특징  는 리 .

청  12 

11 에  리  포 는 것  특징  는 동차. 

 

   야

본  리 듈에  것 , 보다 상 게는, 리 듈 내에 리 들  압 싱  [0001]

압 싱 재  리 들  극 리드 간  연결  개  리 듈   포 는 리 에

 것 다. 

 경  

에 지  에 지  태  고 ,  복  가능   지    사  후 재사[0002]

가  차 지  여 차 지 고 지칭 다.

차 지 는 리튬 차 지, 니 카드뮴(Ni-Cd) 지, 납 지, 니 (Ni-MH) 지, 공 아연 지, 알칼리망[0003]

간 지 등  재 다. 들  납 지  리튬 차 지가 가   상  차 지    다.

특 , 리튬 차 지는 에 지 도가 고 경량  가 가능 고 우  안 , 낮  , [0004]

과 같   지니고 어 근 차 리   다. 참고 , 리튬 차 지는 태에 

  원통 , 각 , 우치  고, 사 도도 차 리 에도 ESS 리, 타 

치 등에 걸쳐 다.

재, 리튬 차 지 1개( ) 는 차  동    만큼    얻   없다. 차  에[0005]

지원  차 지   는 복  개  리튬  지 들  직  /또는 병  연결  리 
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듈  야  ,  통상  직  태  상  리  듈들  연결 고   능  지 주는

BMS(Battery Management System)  냉각 시 , BDU(Battery Disconnection Unit),   블 등  포

 리  다.

편, 도 1에 도시   같 , 우치  차 지  리 듈   경우, 우치  차 지 [0006]

극 리드(1a,1b)  (3)에  다. 상  (3)는 리 듈   또는  후

에 치 고, 러  (3) 나당 복  개  극 리드(1a,1b)들   차 지 들  직

 병  연결 다. 

리 듈 내  차 지 들  압 보는 각 (3)에 연결  싱 재(5)  통  BMS에 달 고 BMS[0007]

는   각 차 지 들  상태  니 여 차 지 들   어 다. 

 상  싱 재(5) 는  어, FFC(Flat Flexible Cable) 또는 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)[0008]

등  사 고 는 , 에는 싱 재(5)  단 에 단 (6)  압착 고  (3)에  

 싱 재(5)  (3)   연결 고 다. 

그런   같 , (3)  매개  극 리드(1a,1b)  싱 재(5)  간  연결 는 식  비[0009]

 측 에  실  크고   질 리도 지 않다는 단  다.

문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 민  공개특허공보 10-2019-0071454  (2019.06.24) 주식 사 엘지 . [0010]

 내

결 는 과

본  상  문  결   창안  것 ,  사 지 않고 리 들  극 리드[0011]

들과 그에 는 압 싱 재  싱 트들  직  연결 여 리 듈  립 공  간 는  

 다.

본  결 고  는  과 는 상  과 에 지 않 , 언 지 않  또 다  과 들  아[0012]

에 재    당업 에게 게    것 다.   

과  결 단

본   측 에 ,   층  리 들과, 상  리 들  극 리드들  상  포개[0013]

  리드 첩  나 상 비 는  층체;  나 상  상  리드 첩 에 직  연결 는

나 상  싱 트  비 는 압 싱 재  포 고, 각 상  리드 첩  각 상  싱 트가 클린

칭  상   리 듈  공   다.

상  리 들  층    간격마다 는 슬릿들  비 고 상   층체   또[0014]

는 후 에 치 는 지지   포 고, 각 상  리드 첩 는 각 상  슬릿  통  상  지지 

  고 상  지지  에 게 치   다.

상  지지  클린칭  비 고, 상  리드 첩  상  싱 트는 포개진 상태에   역  상[0015]

 클린칭  에 압   다.

상  클린칭  게  에지 역;과 상  에지 역에 비  상  볼 게  역[0016]

비   다.

상  리드 첩  는 상  극 리드들  상  지지 에 직  게 치 는 극 리드는 상[0017]

 클린칭  내경보다 게   비   다.

상  리드 첩  상  싱 트  연결  사 에 고 상  지지  에 착 는 1 [0018]

 비 고 상  지지 에 탈 착 게 마  리드 재  포   다. 
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상  리드 재는, 상  지지  단 에 지 결 고 상  1 에 연결 는 샤 트;  상[0019]

 샤 트  연결 고 상  1   간격 격  치에  나  연 는 2  포  

다.

상  지지  상  1  걸림 결 게 마  어도 나  걸쇠  비   다.[0020]

상  압 싱 재는, 상   층체  상 에  상   층체   연  치 는 1 본체 ;[0021]

 상  1 본체  양단 에  상   층체  폭  연 는 2 본체 ;  포 고, 각 상  

싱 트는 상  2 본체 에  각 상  리드 첩 에 게 연   다. 

상  압 싱 재는, FFC(Flat Flexible Cable) 또는 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)    [0022]

다.

본  다  양태에 , 상  리 듈  포 는 리  공   다.[0023]

본  또 다  양태에  상  리  포 는 동차가 공   다. [0024]

 과

본 에  리 듈   사 지 않고 리 들  극 리드들과 그에 는 압 싱[0025]

재  싱 트들  클린칭  직  연결  고   어 립 가 간   다.

또 , 본 에     공 에  극 리드, , 압 싱 재 간  연결 식과 비[0026]

 ,  생략 고 극 리드  압 싱 재  클린칭   비  감   다. 

본  과가 상  과들  는 것  아니 , 언 지 아니  과들  본   첨  도[0027]

 본  는 야에  통상  지식  가진 에게     것 다.

도  간단  

본 에 첨 는 다  도 들  본  직  실시  시 는 것 , 후 는  상[0028]

과 께 본  사상  욱 시키는 역  는 것 므 , 본  그러  도 에 재  사

에만 어 어 는 아니 다.

도 1   에  리 듈   도시  도 다.

도 2는 본   실시 에  리 듈    사시도 다.

도 3  본   실시 에  리 듈   도시  도 다.

도 4는 도 3   도 다.

도 5는 도 4  A-A'에  단 도 다.

도 6  본   실시 에  리드 첩  싱 트  클린칭 공 도 다.

도 7  도 5에 는 도 , 리드 첩  싱 트    변  도시  도 다.

도 8  도 7  리드 첩  싱 트  클린칭 공 도 다.

도 9는 도 4에 는 도  본  다  실시 에  리 듈  리드 재   도시

도 다.

도 10  도 9  리드 재  지지 에 착  상태  도시  도 다.

 실시   체  내

, 첨  도  참 여 본  직  실시  상   다. 에 앞 , 본  [0029]

청 에 사  어나 단어는 통상 거나 사  미   어 는 아니 , 는 그

신   가      어  개  게   다는 원칙에 각 여

본   사상에 는 미  개  어야만 다. , 본 에 재  실시

도 에 도시   본  가  직   실시 에 과  뿐 고 본   사상   변

는 것  아니므 , 본 원시 에 어  들  체   는 다양  균등물과 변 들    
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여야 다.

본  실시 태는 통상  에게 본  욱 게  여 공 는 것 므  도 에[0030]

 들  상  크  등  보다    과 거나 생략 거나 또는 개략  도시

 다. , 각  크 나 비  실  크 나 비   는 것  아니다.

도 2는 본   실시 에  리 듈    사시도, 도 3  본   실시 에  [0031]

리 듈   도시  도 , 도 4는 도 3   도 다.

들 도 들  참 , 본   실시 에  리 듈(10)   층체(100), 지지 (210) [0032]

압 싱 재(300)  포 여   다.

 층체(100)는 리 (110)들  루어진 집 체 다. 상  리 (110)들  각각 상  (±Z)[0033]

워지고 우 (±Y)  층 어 나   층체(100)  다. 

상  리 (110)들 사 에는 드 또는 냉각  등   가  도 다. 상  드 또는 상  냉[0034]

각  격  또는 각 리 (110)  열      능    다.

리 (110) 는 우치  리 나 각  리    , 본 실시 에는 우치  [0035]

리 (110)  어 다.

상  우치  리 (110)   도시 지 않았 나 극 립체, 액 그리고 들   납[0036]

 우치 재    다. 

극 립체는 양극 / 리막/ 극  택 고 양극 과 극 에는 극 탭  비 고, 나 상  상[0037]

 극 탭  극 리드  연결 다. 상  극 리드는 우치 재  내 에   연 어 어 리

(110)  극 단  능 다. 여  극 리드는 양극 리드(111a)  극 리드(111b)  통칭  것 다.

우치 재는, 극 립체  액 등 내   보 고, 극 립체  액에   [0038]

 질에  보   열  등  고  여  막,  알루미늄 막  포  태  

  다. 상  알루미늄 막 ,  연  보  , 연물질   연층과 내  착층 사

에 개재   다.

특 , 본 에  리 듈(10)  경우,  리 (110)들  극 리드들(111a, 111b)  미리 결[0039]

  상  간 포개  상  리 (110)들  직  또는 직   병  연결 다.

, 층 (±Y )   어느 나  리 (110)  N   고, 그 다   N+1,[0040]

N+2...   고 각 리 (110)   리 (110)과 극    도  치  것

 가 ,  층체(100)  에  상  N   양극 리드(111a)  N+1   극 리드(111b)  포

개고  층체(100)  후 에  N+1   양극 리드(111a)  N+2   극 리드(111b)  포갠다. 러

  리 (110)들  극 리드들  포개고  후  리벳 재(400)  고 시  리 (110)

들  직  연결 다.

다   연  2~3개  리 (110)들  나   여 같  듬끼리는 극  같  에 [0041]

게 치 고 상  나   양극 리드(111a)들과 다  나   극 리드(111b)들  포갠 후 들

 체  클린칭 여 리 (110)들  직   병  연결시킬  다. 

 같  리 (110)들  직  또는 직   병 연결   극 리드들  포개   에 는[0042]

리드 첩 (111) 고 지칭  다.

지지 (210)  상   층체(100)  지지   단  상   층체(100)   후[0043]

에 각각 나씩 치   다. 

지지 (210)  리 (110)들  층 (±Y)    간격마다 는 슬릿(211)들  비[0044]

다.  층체(100)  리드 첩 (111)는 상  슬릿(211)  통과  지지 (210)     

다. 슬릿(211)  통과  리드 첩 (111)는 곡 어 지지 (210)  에 게 치   다. 

곡 치  리드 첩 (111)들 사 에는   물체에  쇼트 지   격리 (213)  비   

다.

상  지지 (210)  상 에는 상  (230)  치   다. 상  상  (230)   층체[0045]
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(100)  상단  커    그 양단 가 2개  지지 (210)  상단 에 지 결 게 마

  다. 

압 싱 재(300)는 직  연결  리 (110)들  드 압  싱 고 각 리 (110)  압 보[0046]

BMS(미도시, Battery Management System)에 는 역  는 다. 상  BMS는 상  압 싱

재(300)  통  리 (110)들  상태  니 고 리 (110)들  ,  어 다.

상  압 싱 재(300)는 FPCB(Flexible Printed Circuit Board) 또는 FFC(Flat Flexible Cable)과 같  [0047]

 블    다.

상  FPCB는   에 동  층  치 고 드   미 여 , 상  에칭 공[0048]

 거쳐  간격  갖는 도체 들  고, 그 후 커   착 는 식    다. 그

리고 FFC는   에 각 도체 들   간격  열 고 그 에 커  미 는 식

   다. 

러   블 태  압 싱 재(300)는 도체  도  능  뛰어나  도체 들 간  연  나[0049]

 연  벽  보 므    많  양  신  처리가 가능 다.

도 2  참 , 본 실시 에  압 싱 재(300)는 FPCB 태  고, 상   층체(100)  상[0050]

에  상   층체(100)  (±X )  연  치 는 1 본체 (310), 상  1 본체 (310)  양

단 에  상   층체(100)  폭 (±Y )  연 는 2 본체 (320) 그리고 2 본체 (320)에  

층체(100)  각 리드 첩 (111)에 는 치  연  치 는 싱 트(330)들  포 다. 상  2

본체 (320)  측에 커 (340)가 실   , 상  커 (340)에 BMS  연결 는 다  블 커

(미도시)  시  신  신   다. 

참고 , 압 싱 재(300)   층체(100)  상 에 치  것   거리  단 과 치 편   것[0051]

다. 상  압 싱 재(300)는 에   층체(100)  상 가 아닌 다  곳에 치  도 다.

에 는 상  압 싱 재(300)  각 싱 트(330)   층체(100)  각 리드 첩 (111)간  [0052]

연결   그 에  살펴보  다.

도 3에 도시   같 , 리 듈(10)  양극 미 (214a)과 극 미 (214b)  지지 (210)  [0053]

측 끝 과 우측 끝 에 각각 치 고 상단 가  평 게 곡   태  공   다. 상

 양극 미 (214a)에는  층체(100)에  쪽 곽 리 (110)  양극 리드가 착 고 상  극

미 (214b)에는 다  쪽 곽 리 (110)  극 리드가 착   다.

상  양극 미 (214a)과 극 미 (214b)에 각각 착 는 극 리드나 싱 트(330)  고 다  [0054]

리 (110)들  극 리드들  싱 트(330)는  없  직  연결 다. 

도 4에 도시   같 , 각 싱 트(330)는 2 본체 (320)에    연 어 어 각 리드 첩[0055]

(111)  에  치 ,  상  각  싱 트(330)  끝  연 (331)   거 고  싱단

(333)가 게 다. 러  싱 트(330)  끝  리드 첩 (111)에 클린칭  어 통

루어진다.

다시 말 , 상  싱 트(330)  끝 과 리드 첩 (111)는  포개진 상태에  지지 (210) 상에[0056]

클린칭   다. 참고 , 다 (미도시)  치(P)   클린칭 비   싱 트(330)  리드 첩

(111)만  클린칭 여 는 것도 가능 다. 다만,  경우  격 나 진동시 싱 트(330)  리드

첩 (111)가  채  움직   다는 단  다. 에 본 실시 는 도 5에 도시   같 , 싱

트(330)  끝 과 리드 첩 (111)  지지 (210) 상에 압착시  상  싱 트(330)  리드 첩

(111)  과 고  동시에 루어질  도  어 다.

특 , 본 실시 는 싱 트(330)  리드 첩 (111)  체  지지 (210)에 압착   상  지지[0057]

(210)에 클린칭 (216)   비 다. 상  클린칭 (216)  클린칭 공 시 리드 첩 (111)  싱

트(330)  지지 는 다  역  게 다.

러  클린칭 (216)  게  에지 역(216a)과, 상  에지 역(216a)에 비  상  볼 게[0058]

 역(216b)  비   다. 

후 겠 나, 상  클린칭 (216)  치(P)  가압   견   게 리 (stainless) 틸과[0059]
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같   고 트 사  에  지지 (210)에 체   다.

본 실시 에  상  싱 트(330)  리드 첩 (111)  클린칭  간략   다 과 같다. [0060]

, 도 6  (a)  같 , 지지 (210)  클린칭 (216)에 리드 첩 (111)   게 치 고[0061]

상  리드 첩 (111)  타 에 싱 트(330)   게 치 다. 

그 다 , 도 6  (b)  같 , 치(P)  클린칭 (216)에  싱 트(330)  리드 첩 (111)  가압 다.[0062]

가압 는 역  클린칭 (216)  동  상  클린칭 (216)  내  상  변  어난다. 

 클린칭 (216)  싱 트(330)  리드 첩 (111)는 께에 큰 변 가 없지만 클린칭 (216) 에 개

재 는 역  압 어 께가 감  상  간   다.

치(P)  가압   상 재  재나 께에  값  미리   고, 치(P)  가압[0063]

값에 도달  도 6  (c)  같 , 치(P)  원 치  복귀시킨다.

에  리드 첩 (111)  싱 트(330)가 포개진 상태에  견고 게 상  클린칭 (216) 에 압  고[0064]

  다. 도시 지 않았 나, 가  상  같  식  리드 첩 (111)  다   지지 

(210)에 고  도 다.

도 7  도 5에 는 도 , 리드 첩  싱 트    변  도시  도 고, 도 8[0065]

도 7  리드 첩  싱 트  클린칭 공 도 다.

본 변 에  리드 첩 (111)는 극 리드들  지지 (210)에 직  게 치 는 극 리드에[0066]

클린칭 (216A)  내경보다  (H)  비 다.

, 도 7과 도 8  참 , 본 변 는 도 5  실시  비  , 극 리드(111b)에 (H)  [0067]

어 고, 상  (H)  통  양극 리드(111a)   상  극 리드(111b)  클린칭 (216) 사 에 개

재  태    갖는다.

러  본 변  경우 극 리드(111b)  양 에 양극 리드(111a)가 착    양극 리드(111a)  [0068]

싱 트(330) 간  도    다.  본 변 는  실시 에 비  리드 첩 (111)

싱 트(330)   강도가  우 다   다.

상   같  클린칭  리드 첩 (111)  싱 트(330)  직  는 식 , 에  매[0069]

개     극 리드  싱 트(330)  간  연결 는 식과 비  , 열과 크

가 없고 친 경  특  비   훨씬 다.

또 ,  양극 리드(111a)는 알루미늄(Al)  고, 극 리드(111b)는 리(Cu)  는 ,[0070]

    강도가 낮아질  다. 그러나 클린칭  식   에 크게 

애 지 않 므  식보다  에  리 다. 

또 , 클린칭  식  재   가  문에 본 실시  달리, 양극 리드(111a)  극 리드[0071]

(111b)가 각각 2  또는 3  상  포개진 태  리드 첩 (111)  고 상  리드 첩 (111)  싱

트(330)  클린칭 는 것도 얼마든지 가능 다. 

도 9는 도 4에 는 도  본  다  실시 에  리 듈  리드 재   도시[0072]

도 고, 도 10  도 9  리드 재  지지 에 착  상태  도시  도 다.

어 , 들 도 들  참 여 본  다  실시 에  리 듈   다. [0073]

 실시  동  재 는 동  재  나타내 , 동  재에  복   생략[0074]

고  실시  차  주   다.

본  다  실시 에  리 듈   실시  리 듈(10)과 비  , 리드 재[0075]

(500)   포 다.

상  리드 재(500)는 리드 첩 (111)  동 지  쇼트 생 지   다.[0076]

체 , 상  리드 재(500)는 샤 트(510), 1 (520)  2 (530)  포 여 [0077]

다. 그리고 지지 (210)  상  리드 재(500)  탈 착시키   그 단 에 지지 (215)과 상

지지 (215)에  상    간격 격  치에 나 상  걸쇠(217)가 비   다.
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리드 재(500)  샤 트(510)는  가능 도  단 가 상  지지 (215)에 지 결 다. 컨[0078]

샤 트(510)  단 는 아크 태  고리 태  지지 (215)에 끼워지게 마   다. 상  샤 트(510)는

복  개가 비   다.

1 (520)  2 (530)는 샤 트(510)  연결  상  샤 트(510)  차 는  연  [0079]

 그 는  층체(100)  우 폭에 게 마   다.

상  1 (520)  2 (530)는 리드 첩 (111)에   다  역  가압   게 상  간 [0080]

 간격 격  치에  상  샤 트(510)에 연결   다. 

 같  , 도 9  같  상태에  리드 재(500)가 지지 (210)  에 착 게 리드[0081]

재(500)  상   시키고 1 (520)에 지지 (210)  걸쇠(217)  걸어 다. 

 상  1 (520)는 리드 첩 (111)  싱 트(330)  연결  사 에 고 상  지지 [0082]

(210)  에 착 고, 2 (530)는 상  리드 첩 (111)  아랫  사 에 고 상  지지

(210)  에 착   다.

러  리드 재(500)에 ,  실시  달리, 싱 트(330)  리드 첩 (111)  지지 [0083]

(210)에 압  고 시키지 않아도 싱 트(330)  리드 첩 (111)  동  지   다. , 싱 트

(330)  리드 첩 (111)만  클린칭  직  연결 고 들  리드 재(500)  지지 (210)  

에 착시  고 는 것  가능 진다.

또 ,  실시 는 컨  리 듈  립 과 에    물체가 웃  리드 첩 (111)들 사[0084]

에  상치 않게 쇼트가 어날 것  비  격리 (213)들  고 는 , 본 실시 는 리드 첩

(111)들  리드 재(500)  커    문에 상  격리 (213)들  없애고 상  리드 재(50

0)가 쇼트 지 능  도    다.

상   같 , 본 에  리 듈(10)  리 (110)들   연결  압 싱   [0085]

  사   생략 고 그 신 리 (110)들  극 리드들과 압 싱 재(300)

클린칭  직  연결  고   리 듈(10)보다 립 가 간 게 공   다.

또 ,   공  극 리드, , 압 싱 재(300)    리 듈(10)과 비[0086]

 , 본  리 듈(10)  가 생략 고 상  비  클린칭 공   

비  게   다.

편, 본 에  리 , 본 에  리 듈  나 상 포   다. 또 , 본 에[0087]

 리 , 러  리 듈 에, 리 듈  납    , 각 리 듈  

 어   각  치,  마  BMS,  , 퓨  등   포   다.

본 에  리 듈 ,  동차나 브리드 동차  같  동차에   다. , 상[0088]

동차는 본 에  리 듈  포   다. 

상과 같 , 본  비   실시  도 에  었 나, 본  것에  지 않[0089]

 본  는 야에  통상  지식  가진 에  본  사상과 아 에 재  특허

청  균등  내에  다양    변  가능  물 다.

편, 본 에  상, , , 우, , 후  같   나타내는 어가 사  경우, 러  어들  상[0090]

 치  나타내는 것   편   것  뿐, 상  는 사물  치나 측  치 등에

 달 질   본  당업 에게 다.

 

10 : 리 듈             100 :  층체[0092]

110 : 리               111 : 리드 첩

210 : 지지             211 : 슬릿
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213 : 격리                  214 : 클린칭 

217 : 걸쇠                   300 : 압 싱 재

310 : 1 본체              320 : 2 본체

330 : 싱 트               331 : 연

333 : 싱단                500 : 리드 재

510 : 샤 트                 520 : 1 

530 : 2     

도

도 1
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도 2
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도 3

도 4
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도 5
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도 6
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도 7
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도 8
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도 9

도 10
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